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ABSTRAK
Pada sel surya generasi ketiga sudah dikembangkanya lapisan penyerap yang lebih

murah seperti CZTS yang memiliki spesifikasi yang mirip dengan CIGS. Material
CZTS ini dikenal sebagai bahan dengan structural dan sifat optic yang baik dimana
material CZTS memiliki struktural dan sifat optik yang berikatan satu sama lain
membentuk susunan kristal kesterite atau stannite. Pada penggunaanya sebagai
lapisan penyerap sel surya, material CZTS di sintesis menggunakan metode
electrochemical deposition. Pada metode electrochemical deposition ini sebuah
rangkaian listrik akan disambungkan kepada eletroda yang nantinya akan
dimasukan kedalam elektrolit. Sejumlah variasi tegangan sebesar 1volt hingga 5
volt akan diberikan kepada rangkaian listrik yang kemudian akan memicu ion dari
bahan pengendapan di dalam elektrolit menempel ke salah satu elektroda.
Pemberian variasi tegangan deposisi dilakukan untuk mengetahui pengaruh besar
tegangan deposisi pada metode electrochemical deposition terhadap karakteristik
lapisan penyerap CZTS. Bahan yang digunakan yaitu 6.35mmol Cu0.C4H¢. H,0;
4.1mmol Zn(CH3C00),. 2H,0; 3.3mmol SnCl,. 2H,0; 6.6mmol Na,S,03
menggunakan suhu sulfurisasi 500°C. Karakterisasi yang digunakan yaitu X-Ray
Diffraction (XRD), UV-Vis Spectrometry dan I-V meter. Hasil XRD menunjukkan
bahwa ukuran kristal yang dihasilkan semakin kecil dengan tegangan deposisi yang
lebih besar sekitar 6.07-7.27nm. Hasil serapan optik menunjukan bahwa lapisan
absorber CZTS sensitif pada panjang gelombang rendah yakni sekitar 300-480
dengan Light Harvesting Effeciency (LHE) berkisar 13.3-24.75%. Nilai energi
bandgap yang diperoleh berkisar antara 1.4-1.48 eV. Hasil uji efisiensi menujukan
nilai efisiensi yang baik sesuai referensi sekitar 2.56-8.77. Hasil ini menunjukan
bahwa besar tegangan deposisi mempengaruhi karakteristik lapisan penyerap CZTS
untuk aplikasi sel surya.

Kata Kunci: Cu2ZnSnS4 (CZTS), Electrochemical Deposition, Tegangan

Deposisi, Sel Surya
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ABSTRACT

In the third generation of solar cells, cheaper absorbent layers such as CZTS have
been developed which have specifications similar to CIGS. This CZTS material is
known as a material with good structural and optical properties where the CZTS
material has structural and optical properties that are bonded to each other to form
a kesterite or stannite crystal structure. In its use as an absorbent layer for solar
cells, CZTS material is synthesized using electrochemical deposition method. In this
electrochemical deposition technique, an electrical circuit will be connected to the
electrode which will then be inserted into the electrolyte. A number of voltage
variations from 1 volt to 5 volts will be applied to the electrical circuit which will
then trigger ions from the precipitating material in the electrolyte to stick to one of
the electrodes. Variation of deposition voltage was carried out to determine the
effect of deposition stress on the electrochemical deposition method on the
characteristics of the CZTS absorbent layer. The materials used are 6.35mmol
Cu04C4Hg. H,0; 4.1mmol Zn(CH3C00),.2H,0; 3.3mmol SnCl,.2H,0; 6.6mmol
Na2S203 using a sulfurization temperature of 500 °C. The characterizations used
are X-Ray Diffraction (XRD), UV-Vis Spectrometry and 1-V meter. XRD results
show that the resulting crystal size is getting smaller with greater deposition voltage
around 6.07-7.27nm. The optical absorption results show that the CZTS absorber
layer is sensitive at low wavelengths around 300-480 with Light Harvesting
Efficiency (LHE) ranging from 13.3-24.75%. The band gap energy values obtained
ranged from 1.4 to 1.48 eV. The results of the efficiency test show a good efficiency
value according to the reference ranges from 2.56-8.77. These results indicate that
the deposition voltage affects the characteristics of the CZTS absorbent layer for
solar cell applications.

Keywords: Cu2ZnSnS4 (CZTS), Electrochemical Deposition, Voltage Deposition,

Solar Cell
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